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Schaltkreisgehause 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein miniaturisiertes Schaltkreisgehause 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Integrierte Schaltkreise (Chips) werden in elektronischen 
5 Geraten nahezu ausschliefilich in Gehause montiert eingesetzt. 
Diese Gehause schutzen die empf indlichen Halbleiterstrukturen 
vor schadlichen Umwelteinf lussen wie Feuchtigkeit , Licht, Staub 
und Krafteinwirkungen. Vielfach wird mit der Montage in Gehause 
zugleich eine Anpassung der Strukurbreiten und -abstande der 
10 LSI- und VLSI-Halbleitertechnologie an die - teilweise 
wesentlich grofieren - Strukturabmessungen der 
Leiterplattentechnologie angepafit . 

Die physikalischen Eigenschaf ten ihrer Gehause beeinflussen das 
15 elektrische Verhalten und die Zuverlassigkeit der Chips in 

erheblichen Mafie, und die Montage- und Gehausetechnik stellt 
eine wesentliche, die Leistungsparameter und Kosten 
mitbestimmende Komponente des Gesamtprozesses der Herstellung 
von Halbleiterbauelementen dar. 

20 

Im Laufe der Entwicklung der Halbleitertechnologie wurden 
verschiedene Gehausetypen mit unzahligen Varianten entwickelt. 
Unter dem Blickwinkel der Montierbarkeit auf einer Leiterplatte 
(Platine) unterscheidet man insbesondere steckmontierbare und 
25 oberf lachenmontierbare Gehause, und mit Blick auf die Technik 
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der Verbindung des Chips mit den aulieren Anschlussen des 
Gehauses insbesondere das Drahtbond-Verf ahren und das Flipchip- 
Verf ahren . 



5 Im Zuge der iramer weiter f ortschreitenden Miniaturisierung 

hochleistungsf ahiger elektronischer Gerate und ihrer - : 

Komponenten, werden seit einigen Jahren miniaturisierte : 

Schaltkreisgehause realisiert, deren Abmessungen nur j 

unwesentlich grofter als diejenigen des im Gehause [ 

i 

10 untergebrachten Chips sind und die daher im allgemein hin als. 

Chip-Scale-Packages (CSP) bezeichnet werden. Nennenswerte \ 

Marktanteile haben auch bereits Gehauseausf uhrungen gefunden, ! 

welche direkt auf dera - noch ungeteilten - Wafer ausgefuhrt und ( 

daher als Wafer-Level-Packages (WLP) bezeichnet werden. Als • 

15 Verbindungstechnik kommt hier iiblicherweise eine modifizierte . 

Flipchip-Technik zum Einsatz, bei der Kontaktf lachen des Flips \ 

einerseits und des Gehauses bzw. der Platine andererseits (die » 
sogenannten Pads) ohne Draht uber Lotpunkte (als Bumps oder 

- wegen ihrer meist kugelahnlichen Form - auch als Solder >j 

20 Balls bezeichnet) miteinander verbunden werden. \ 

Die erwahnten miniaturisierten Gehause, speziell die WLP, 
werden bereits fur eine Vielzahl verschiedenartiger Pro- 
dukte eingesetzt, insbesondere fur serielle EEPROMs, 

25 Flash-Speicher, integrierte passive Bauelementkonf igura- 

tionen (IPD) sowie analoge, HF- und Leistungsschaltkreise • 
Begonnen wurde auch mit dem Packaging von DRAMs mit diesen 
Techniken. Unter dem Begriff „Schaltkreis" ist daher nach- 
folgend jede beliebige integrierte elektronische Bauele- 

30 mentkonf iguration zu verstehen, die mit einem miniaturi- 
sierten Gehause der oben erwahnten Art versehen werden 
kann . 
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Die Gehause der in Rede stehen Art bestehen im wesentlichen aus 
Kunststoff oder Keramik und sind in der Regel hermetisch 
verschlossen . Keramikgehause werden nach Chipbef estigung und 
Herstellung der Bondverbindungen mit einem auf gepressten 
Keramik- oder aufgeloteten Metalldeckel versehen, und ein 
Glaslot (Sealing Glass) stellt eine dichte Verbindung zwischen 
Deckel und Gehausewandung her. Zur Fertigstellung eines 
Kunststof fgehauses werden die noch zusammenhangenden Chiptrager 
(Laedf rames) , auf denen bis zu 100 Schaltkreise in Streifenform 
angeordnet sind, mit mineralisch gefulltem Epoxidharz bei hoher 
Temperatur umprefit . 

Der Einsatz verschiedenartiger Materialien mit sehr unter- 
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten auf kleinstem 
Raum fuhrt zu verschiedenen Zuverlassigkeitsproblemen . Als 
hartnackig problematisch erweisen sich Risse und Bruche in den 
Lotverbindungen zwischen den Kontaktf lachen der Chips und Ge- 
hause, also den oben erwahnten Bumps. Man hat versucht, deren 
mechanische Stabilitat dadurch zu erhohen, daft man sie - in 
technologisch hochst aufwendiger Weise - mit einem Polymer- 
,,kragen^ umgibt. Diese und ahnliche Entwicklungen haben aber 
keinen durchgreif enden Erfolg gebracht. Auch die Chips selbst 
haben sich als bruchgef ahrdet erwiesen; erhebliche Gefahren fur 
die Zuverlassigkeit im Langzeitbetrieb gehen insbesondere von 
feinen Rissen (Microcracks ) aus. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
verbessertes Schaltkreisgehause der gattungsgemaiien Art 
anzugeben, welches eine wesentliche Erhohung der 
Zuverlassigkeit der Einheitchip-Gehause ohne einschneidende 
Kostenerhohung erbringt. 

Diese Aufgabe wird durch ein miniaturisiertes Schaltkreis- 
gehause mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost. 
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Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis des Erfinders, daft die 
seit Jahren in der Fachliteratur diskutierten und durch die 
verschiedenartigen fruheren Losungsvorschlage bisher nicht 
5 behobenen Zuverlassigkeitsprobleme der bekannten 

miniaturisierten Schaltkreisgehause, insbesondere der Gehause 
vom Flipchip- oder WLP-Typ, im Grunde durch das Prinzip der 
stof f schlussigen Verbindung von Materialien mit sehr 
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten bedingt 
10 sind. Sie schliefit weiter den Gedanken einer grundlegenden 
Abkehr von der bisher durchgangig praktizierten 
stof f schlussigen Verbindung (Lotverbindung) ein. 

SchlieJllich umfafit die Erfindung den Gedanken, einen 
15 hinreichend niedrigen Ubergangswiderstand zwischen Chip- 
Kontaktelementen und Gehause-Kontaktf lachen durch einen 
elastischen Andruck zwischen beiden mit hinreichender , auf die 
konkrete Ausbildung (Form und Material) der Chip- 
Kontaktelemente abgestimmte Anpresskraft zu realisieren. 
20 (Dieses Prinzip wird naturlich auch in einer Variante zum 

Tragen gebracht, bei der sich die Kontaktelemente am Gehause 
und mit ihnen in elektrischem Kontakt stehende Kontaktf lachen 
am Chip befinden) . 

25 Unter dem Begriff „Kontaktf lachen" werden im Kontext der 

Erfindung sowohl echte Flachenkontakte (Pads) verstanden als 
auch - in einer moglicherweise sogar bevorzugten Ausftihrung - 
flache Erhebungen aus einem gut leitfahigen und 
korosionsbestandigen Material, insbesondere Gold. 

30 Solche flachen Erhebungen konnen insbesondere durch Stempeln 
(„Platt driicken" ) von kleinen Goldkugeln ahnlich den ublichen 
Bumps gebildet werden. Diese Auflihrung gewahrleistet eine 
hohere Zuverlassigkeit der Chip-Kontaktierung innerhalb des 
Gehauses im Hinblick auf hoheren Toleranzen der Bumps bzw. 
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geringfugige Kriimmungen oder Verwerfungen der Gehause- bzw. 
Chipoberf lachen. 

Ein wesentlicher Vorteil der vorgeschlagenen Losung besteht 
darin, dafi der Chip nicht am Gehause angelotet oder eutektisch 
mit dessen Kontaktf lachen bzw. -elementen verbunden werden mufi, 
wodurch ein technologisch aufwendiger Arbeitsgang eingespart 
wird. Infolge des Fehlens einer stof f schlussigen (und damit 
starren) Verbindung zwischen Chip und Gehause treten die 
derzeitigen, auf unterschiedliche Warmeausdehnugskoef izienten 
zuruckzuf iihrenden Qualitatsprobleme praktisch nicht mehr auf. 
Zudem kann das Gehause sofort getestet (und dann erst ge- 
schlossen bzw. gefertigt) werden, und Reparaturen sind - ohne 
Verschrottung des teueren Chips - in kostengunstiger Weise 
moglich. 

In einer ersten bevorzugten Ausfuhrung hat der Gehausedeckel 
des Chipgehauses auf der dem Chip zugewandten Unterseite 
mindestens ein den Chip gegen den Gehauseboden vorspannendes 
Federelement . Dieses ist bevorzugt fest an der Unterseite ' des 
Gehausedeckels angebracht,' in einer alternativen Ausfuhrung ist 
jedoch mindestens ein lose zwischen Gehausedeckel und Chip 
eingelegtes Federelement vorgesehen, und schlieftlich kann das 
Federelement grundsat zlich auch auf der Oberflache des Chips 
angebracht (beispielsweise aufgeklebt) sein. 

Das Federelement ist beispielsweise als federnder 
Metallstreifen in Art einer Kontakt- oder Blattfeder, federnder 
Metallring oder Drahtbiigel ausgefiihrt; vergleichbare 
geometrische Ausformungen sind auch mit Kunststoff m6glich. 
Daneben ist der Einsatz von - separat vom Deckel gefertigten - 
Elastomerschaumelementen moglich . 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm ist der Gehausedeckel selbst 
zur Bereitstellung der elastischen Anpresskraft fur den Chip 
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ausgebildet - beispielsweise durch eine Formgebung, die eine 
entsprechende Formelastizitat bewirkt und/oder durch eine 
kompressible Ausfuhrung oder zumindest das Vorsehen 
kompressibler Bereiche (beispielsweise aus einem 
Elastomearschaum) • 



In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrung hat das vorgeschlagene 
Gehause eine den Gehauseboden am Umfang mit dem Gehausedeckel 
(im fertigen Zustand des Gehauses) im wesentlichen starr 

10 miteinander verbindende und das Gehauseinnere dicht 

abschlieftende Wandung. Die Wanjdung kann zum einen an den 
Gehauseboden und zum anderen an den Gehausedeckel - 
insbesondere einstuckig - angeformt sein und ist dann gegeniiber 
dem jeweils anderen Gehauseteil bevorzugt gasdicht versiegelt. 

15 In einer modif izierten Ausfuhrung ist auch eine derart 

gekrummte Ausfuhrung des Gehausedeckels moglich, daft es keine 
vom Deckel unterscheidbare Umf angswandung gibt. 

Die Versiegelung zwischen der Wandung und dem Gehauseboden bzw. 

20 dem Gehausedeckel (oder - in der letztgenannten Variante - 
direkt zwischen Boden und Deckel) kann durch eine auflere 
Kunststof fverkapselung mindestens der Stofifuge zwischen den 
angrenzenden Teilen gebildet sein oder eine solche 
Kunststof f versiegelung jedenfalls umfassen. Bei Keramikgehausen 

25 kann die Versiegelung (in an sich bekannter Weise) auch durch 
ein Glaslot gebildet sein. 

Die erwahnte gasdichte Versiegelung ermoglicht in vorteilhaf ter 
Weise eine dauerhafte Ausfiillung des Gehauseinnenraumes mit 
30 einem reaktionstragen Medium, insbesondere einem Inertgas, 
welches etwaige Korrosionsvorgange im Gehauseinneren 
zuverlassig ausschlielit . 

In Anlehnung an ubliche Gehausef ormen ist aus derzeitiger Sicht 
35 eine flach quader f ormige Gestaltung des vorgeschlagenen 
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Gehauses mit im wesentlichen ebenem und rechteckigem 
Gehauseboden und Gehausedeckel bevorzugt. Mit der oben 
erwahnten gekriimmten Deckelausf uhrung wtirde sich beispielsweise 
eine flach zylinderabschnittf ormige, kugelabschnit'tf ormige oder 
tonnenf ormige Gehauseausf uhrung ergeben. Es versteht sich 
jedoch, daft im Rahmen der Erfindung auch andere Gehausef ormen 
realisierbar sind. 

Zur Ventieidung einer Ubertragung von aufieren Kraf teinwirkungen 
auf den Chip ist der Gehausedeckel bevorzugt derart starr 
ausgebildet und gegebenenf alls mit der Wandung verbunden, dafl 
aufiere Krafte zuverlassig abgefangen werden. Die gleiche 
Funktion kann ein Uberfang mit einer starren Abdeckung 
(beispielsweise aus einem ausgeharteten gefiillten Kunstharz) 
haben. 

In einer weiter bevorzugten Ausfuhrung ist der Gehausedeckel 
als Warmesenke zur Kuhlung des Schaltkreises ausgebildet und 
weist hierfur insbesondere Kuhlrippen oder dergleichen 
flachenvergrofiemde Anformungen aus. Bei dieser Ausfuhrung ist 
die Herstellung des Deckels selbst sowie auch des 
Federelementes oder der Federelemente aus gut warmeleitendem 
Material bevorzugt, urn einen effizienten Warmeiibergang vom Chip 
auf die Kuhlrippen o.a. zu gewahrleisten . 

Der Gehauseboden kann in einer insbesondere fur miniaturisierte 
elektronische Gerate sinnvollen Ausfuhrung zugleich als Platine 
des Gerates oder Abschnitt einer solchen ausgebildet sein. 

Bei den Gehause-Kontaktelementen handelt es sich in einer 
ersten zweckmaBigen, auf die heutigen Montagetechnologien 
elektronischer Gerate abgestimmten Ausfuhrung urn im 
wesentlichen kugel- bzw. kugelabschnittsf ormig ausgefuhrte 
Elemente („Bumps N> ) in Art von Lotkugeln. In einer weiteren 
Ausfuhrung sind die Kontaktelemente des Gehauses in Stiftform 
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und in einer noch anderen Ausfuhrung als Kontaktf lachen 
ausgebildet. Die konkrete Ausfuhrung richtet sich nach den in 
der Geratef ertigung, bei der das vorgeschlagene Gehause 
eingesetzt wird, angewandten Entwurf sprinzipien und 
5 Mont age verf ahren. 

Im Sinne der oben erwahnten Abstimmung zwischen Material und 
Form der Chip-Kontaktelemente auf die elastische Anpresskraft 
des Deckels eignet sich als Material fur die Chip- 
10 Kontaktelemente besonders Gold oder eine nicht zu harte 
Goldlegierung - jedoch ist auch der Einsatz anderer 
Edelmetalle, die hinsichtlich der Harte und des Fliefiverhaltens 
den bestehenden Anf orderungen dauerhaft gerecht werden, 
moglich . 



15 



20 



Vorteile und Zweckmafligkeiten der Erfindung ergeben sich im 
ubrigen aus den Unteranspruchen sowie der nachf olgenden 
Beschreibung von Ausbildungsbeispielen anhand der Figuren. 
Diese zeigen: 



Fig. 1A bis 1C Prinzipskizzen eines mit einem 

erf indungsgemailen Gehause zu ver kapselnden 
Halbleiterchips in perspekt ivischen 
Darstellungen (Fig. 1A und IB) bzw. einer 
"25 Querschnittsdarstellung (Fig. 1C) , 

Fig. 2A bis 2C Prinzipsskizzen eines ersten, einen 

Gehauseboden und eine angeformte Wandung 
umf assenden Gehauseteils eines 
30 Schaltkreisgehauses in perspektivischer 

Darstellung (Fig. 2A) bzw. Seitenansicht 
(Fig. 2B) einer ersten Ausfuhrung sowie als 
Querschnittsdarstellung einer zweiten 
Ausfuhrung (Fig. 2C) , 

35 
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Fig. 3A und 3B eine perspektivische schematische 

Darstellung bzw. eine Seitenansicht eines 
Gehausedeckels als zweites Teil eines 
Schaltkreisgeh^uses, 

Fig. 4 eine schematische Querschnittsdarstellung 

eines aus einem Halbleiterchip gemaft Fig. 
1A bis 1C, einem Boden- Wandungsteil nach 
Fig. 2A und 2B und einem Gehausedeckel nach 
Fig. 3A und 3B zusammengeset zten 
Schaltkreisgehauses, 

Fig. 5A bis 5C Darstellungen der Teile einer weiteren 

Schaltkreis-Gehauseausf iihrung in 
Querschnittsdarstellungen bzw. 
Seitenansichten, 

Fig. 6 und 7 skizzenartige Darstellungen der 

Gehausedeckel und Federelemente gemafi 
weiteren Aus f uhrungs f ormen der Erfindung 
und 



Fig. 8 eine schematische perspektivische 

Darstellung einer Gesamtanordnung aus 
Schaltkreisgehause und IC gemaii einer 
weiteren Ausf lihrungsf orm. 



Die Figuren 1A bis 4 zeigen - in grob schematischen 
Darstellungen - einen Halbleiterchip 1 rnit metallischen 
Kontaktf lachen 3 und Gold-Kontaktelementen (Bumps) 5 zur 
Verkapselung in einem miniaturisierten Chipgehause 7. Dieses 
hat einen - entsprechend der rechteckigen Grundform des Chips - 
rechteckigen Gehauseboden 9 mit einstuckig angeformter, flacher 
Wandung 11, auf dessen Innenseite ebenfalls metallische 
Kontaktf lachen 13 vorgesehen sind \rind der auf sexner Unterseite 
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(Aulienseite) Lot-Kontaktelemente (Solder Balls) 15 bzw. - in 
der modif izierten Ausfuhrung nach Fig. 2C - Kontaktstif te 15* 
als Gehause-Kontaktelemente hat. (Da in der Ausfuhrung nach 
Fig- 2C naturlich auch der Gehauseboden entsprechend 
5 modif iziert ist, ist er dort mit der Bezugsziffer 9* 
gekennzeichnet . ) Weiterhin hat das Gehause 7 einen 
Gehausedeckel 17, der ebenso flach rechteckig ausgebildet ist 
wie der Gehauseboden 9 und im mittleren Bereich zwei 
metallische Federelemente (Blattf edern) 19 auf seiner 
10 Unterseite und Kuhlrippen 21 auf seiner Oberseite tragt. 

In Fig. 4 ist das Gehause 7 im montierten Zustand gezeichnet. 
Es ist zu erkennen, daft der Chip 1 derart auf den Gehauseboden 
9 mit der Umf angswandlung 11 aufgesetzt ist, dafi die Bumps 5 

15 auf der Innenseite des Gehausebodens (und zwar dort auf den 

Kontaktf lachen 13) auflegen. Auf die Oberseite des Chips 1 ist 
der Gehausedeckel 17 derart aufgesetzt, .daft die Federelemente 
19 der Chip-Oberseite zugewandt sind und elastischen Druck auf 
diese ausiiben, der auf die Bumps 5 ubertragen wird und diese 

20 gegen die Kontaktf lachen am Gehauseboden 9 andruckt. Zugleich 
dienen die metallischen Federelemente 19 zur Warmeubertragung 
vom Chip auf den Gehausedeckel 17 und uber diesen auf die 
Kuhlrippen 21, die in dieser Ausfuhrung - ebenso wie der Deckel 
17 selbst - aus gut warmeleitf ahigen Material bestehen. 

25 

Das Gehauseinnere ist bevorzugt mit einem Inertgas 
(insbesondere Argon oder Stickstoff) gefullt, was durch eine 
Gehausemontage in Inertgasatmosphare relativ leicht realisiert 
werden kann. Schlieiilich ist die Stoftfuge zwischen dem 
30 Umfangsrand des Gehausedeckels 17 und dem Umfangsrand der 
Wandung 11 mit einer auf das Gehausematerial geeignet 
abgestimmten Versiegelung 23 (Giaslot oder Kunstharzkleber 
o.a.) hermetisch versiegelt. 



10 
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In Fig. 5A bis 5C ist eine weitere Ausf iihrungsf orm skizziert, 
bei der der in Fig. 1A bis 1C dargestellte Chip 1 in ein 
Gehause eingeschlossen wird, dessen Boden durch eine Platine 25 
mit Kontaktf lachen 27 und mit diesen verbundenen Kontaktstif ten 
2 9 zur externen Kontaktierung gebildet ist. In Verbindung mit 
dieser Platine 27 wird ein modif izierter Gehausedeckel 31 zur 
Bildung eines Chipgehauses 33 eingesetzt, der eine einstiickig 
angeforrnte Wandung 35 und an dieser Zentrierpins 37 zur 
Zentrierung von Gehausedeckel und eingelegteni Chip gegenuber 
der Platine hat. (Die hier nicht genannten Teile sind dieselben 
wie in der vorgenannten Ausfuhrung und tragen auch dieselben 
Bezugszif fern wie in den Figuren 1A bis 4.) 

In Fig. 6 und 7 sind zwei weitere Ausf iihrungsf ormen von 
Gehausedeckel und Federelement (en) zur Verkapselung des Chips 
unter gleichzeitiger Erzeugung einer elastischen Andruckkraft 
seiner Kontaktelemente an einen Gehauseboden in 
perspektivischen Darstellungen gezeigt. Fig. 6 zeigt einen 
Gehausedeckel 39 in der Grundform eines „U" , auf dessen 
Unterseite vier gebogene Federdrahte 41 als Kontaktelemente 
angebracht (beispielsweise angeklebt oder angelotet) sind, die 
ahnlich wie die Blattfedern 19 bei der ersten Ausf iihrungsf orm 
wirken. 

Bei der Ausfuhrung nach Fig. 7 ist der Gehausedeckel 43 einfach 
eine rechteckige Platte, unter die - was durch den Pfeil in der 
Figur symbolisiert wird - beim Aufdrucken des Deckels auf das 
Gehauseunterteil (Gehauseboden und Wandung) ein im Querschnitt 
eleptisches, separat gefertigtes Federelement 45 aus einem 
Elastomer schaum eingelegt wird. 

In Fig. 8 schliefllich ist ein Chipgehause 47 in einer 
Aufienansicht skizziert, welches - wie auch die* Gehause nach 
Fig. 4 und 5C - eine annahernd flach quaderf ormige Grundform 
hat. Dessen Kunststoff gehausedeckel 49 mit integral angeformter 
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Wandung 51 und Montagef lansch 51a hat einen halb zylindrischen 
nach innen gewolbten Mittenbereich 4 9a hat. Dieser 
Mittenbereich 4 9a hat eine geringere Wandungsstarke als der 
ubrige Gehausedeckel 4 9 und dadurch eine gewissen 
Formelastizitat und prelit auf die Oberseite des eingesetzten 
Chips und druckt diesen damit gegen die Innenseite des 
Gehausebodens 53 elastisch an. Zwischen dem Montagegef lansch 
51a und dem Gehauseboden 50 befindet sich eine umlaufende 
Versiegelung 55 aus einem Schnellkleber . 



Ein in sich federnder Gehausedeckel kann auch auf vielerlei 
anderer Art ausgefiihrt werden, so beispielsweise als gebogenes 
Federblech. Bei derartigen Ausfuhrungen ist im Normalfall ein 
zusatzlicher Schutzdeckel (beispielsweise aus Kunststoff) zur 
15 Verhinderung von Beschadigungen des Chips bei Sufierer 
Kraf teinwirkung auf das Gehause vorzusehen. 

Die Ausfuhrung der Erfindung ist nicht auf die oben 
beschriebenen Beispiele und hervorgehobenen Aspekte beschrankt, 
20 sondern ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen moglich, die 
- in Anpassung an die jeweilige Spezifik des anzuwendenen 
Montageverf ahrens und Gehausematerials sowie einer vorgegebenen 
Gehause-Grundf orm - im fachgemalien Ermessen liegen. 

25 



30 



35 

12 
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Bezugszeichenliste '■ 

Jti , 
****** k: 

1 Halbleiterrxng 

3; 13; 27 Kontaktf lache 

5 Gold-Kontaktelement (Bump) 

7/ 33; 47 Chipgehause 

9; 9'; 53 Gehauseboden 

11; 35; 51 Wandung 

15 Lot-Kontaktelement (Solder Ball) 



15*; 


29 


Kontaktstif t 


17; 


31; 39; 43; 49 


Gehausedeckel 


19 




Federelement (Blattf eder) 


21 




Kuhlrippe 


23; 


55 


Versiegelung 


25 




Platine 


37 




Zentrierpins 


41 




Federdraht 


45 




Elastomer schaum- Federelement 


51a 




Montagef lansch 



20 



25 



30 



35 
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Schaltkreisgehause 



Patentanspruche 

1. Miniaturisiertes Schaltkreisgehause zur Verkapselung und 
externen Kontaktierung mindestens eines integrierten 
Schaltkreises, insbesondere vom Flipchip- oder Wafer- 
Level-Package-Typ oder r mit einem Gehauseboden, dessen 

5 Unterseite Gehause-Kontaktelemente zur externen 

Kontaktierung tragt und dessen Oberseite elektrisch mit 
Schaltkreis-Kontaktelementen an der Unterseite des 
Schaltkreises verbunden ist, 

dadurch gekennzeichnet, dali 
10 ein dem Gehauseboden insbesondere gegenuberliegender 

Gehausedeckel vorgesehen ist, welcher den Schaltkreis mit 
den Schaltkreis-Kontaktelementen federnd gegen die 
Oberseite des Gehausebodens andriickt und 

keine stof f schlussige Verbindung zwischen den Schaltkreis- 
15 Kontaktelementen und dem Gehauseboden besteht. 

2. Schaltkreisgehause nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Gehausedeckel auf der dem Schaltkreis zugewandten 
20 Unterseite mindestens ein den Schaltkreis gegen den 

Gehauseboden vorspannendes Federelement aufweist. 

3. Schaltkreisgehause nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

25 das Federelement oder die Federelemente fest an der 
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Onterseite des Gehausedeckels angebracht sind. 

4, Schaltkreisgehause nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

5 das Federelement oder die Federelemente lose zwischen 

Gehausedeckel und Schaltkreis eingelegt sind. 

5. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

10 das der Gehausedeckel selbst f ederelastisch ausgebildet 

ist . 



4 



6. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch 

15 eine Gehauseboden und Gehausedeckel am Umfang im 

wesentlichen starr miteinander verbindende und das 
Gehauseinnere dicht abschliefiende Wandung. 

7. Schaltkreisgehause nach Anspruch 6, 

20 dadurch gekennzeichnet, dafi 

das die Wandung an den Gehauseboden oder Gehausedeckel, 
insbesondere einstiickig, angeformt und gegeniiber dem 
jeweils anderem Gehauseteil gasdicht yersiegelt ist. 

25 8. Schaltkreisgehause nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die Versiegelung durch eine auftere Kunststof f verkapselung 
mindestens der Stoftfuge zwischen Gehausedeckel oder 
Gehauseboden und Wandung gebildet ist. 

30 

9. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch 
die Ausfullung mit einem reaktionstragen Medium, 
insbesondere einem Inertgas. 
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10. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch 

eine flache Quaderform mit im wesentlichen ebenem und 
rechteckigem Gehauseboden und Gehausedeckel . 

5 

11. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daft 

der Gehausedeckel derart starr ausgebildet und mit der 
Wandung verbunden oder mit einer starren Abdeckung 
10 uberfangen ist, daft eine auftere Kraf teinwirkung nicht auf 

den Schaltkreis ubertragen wird. 



12. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

15 der Gehausedeckel als WSrmesenke zur Kuhlung des 

Schaltkreises ausgebildet ist, insbesondere Kuhlrippen oder 
dergleichen f lachenvergrofternde Anformungen tragt. 

13. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, 
20 gekennzeichnet durch 

eine derartige Ausbildung des Gehausedeckels und/oder des 
Federelementes oder der Federelemente, daft die durch diese 
ausgeubte Andruckkraft zwischen dem Schaltkreis und dem 
Gehauseboden zur Erhaltung eines dauerhaft guten 
25 elektrischen Kontaktes zwischen den Schaltkreis- 

Kontaktelementen und dem Gehauseboden auf das Material der 
Schaltkreis-Kontaktelemente, insbesondere dessen 
Flieftverhalten und deren Form, angestimmt ist. 

30 14. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, d 
adurch gekennzeichnet, daft 
die Gehause-Kontaktelemente in Art von Lotkugeln im 
wesentlichen kugel- bzw. kugelabschnittsf ormig gebildet 
sind. 



35 
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15. Schaltkreisgehause nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Gehause-Kontaktelemente im wesentlichen als 
Kontaktstif te oder Kontaktf lachen ausgebildet sind. 

16. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, d 
adurch gekennzeichnet, daft 

der Gehauseboden als Platine oder Abschnitt einer solchen 
ausgebildet ist. 



17. Schaltkreisgehause nach einem der vorangehenden Anspruche, d 
adurch gekennzeichnet, daft 

an der Oberseite des Gehausebodens zur internen 
Kontaktierung der Schaltkreis-Kontaktelemente innere 
15 Gehause-Kontaktf lachen vorgesehen sind, welche insbesondere 

als flache Erhebung ausgebildet sind. 

18. Schaltkreisgehause nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

20 die inneren Gehause-Kontaktf lachen im wesentlichen aus Gold 

oder einer Goldlegierung bestehen und insbesondere durch 
Stempeln vom Bumps gebildet sind. 

19. Schaltkreisanordnung mit einem elektronischen Schaltkreis, 
25 insbesondere vom Flipchip-Typ, und einem Schaltkreisgehause 

nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Schaltkreis-Kontaktelemente in Art von Bumps 
ausgebildet sind und im wesentlichen aus Gold oder einer 
30 Goldlegierung bestehen. 
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Miniaturisiertes Schaltkreisgehause zur Verkapselung und 
externen Kontaktierung mindestens eines integrierten 
Schaltkreises, insbesondere vom Flipchip- oder Wafer- Level- 
Package-Typ oder, mit einem Gehauseboden, dessen Unterseite 
Gehause-Kontaktelemente zur externen Kontaktierung tragt und 
dessen Oberseite elektrisch mit Schaltkreis-Kontaktelementen an 
der Unterseite des Schaltkreises verbunden ist, wodurch ein dem 
Gehauseboden insbesondere gegenuberliegender Gehausedeckel 
vorgesehen ist, welcher den Schaltkreis mit den Schaltkreis- 
Kontaktelementen federnd gegen die Oberseite des Gehausebodens 
andruckt und keine stof f schliissige Verbindung zwischen den 
Schaltkreis-Kontaktelementen und dem Gehauseboden besteht.: 



(Fig. 4) 
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